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このため，水平走査期間は６ ３．５μｓとなる。一方，上端から下端へは6 0 Hzの周期で移動し，
垂直帰線期間に再び上端へもどる。この操作により，ブラウン管上には１秒間に６０枚の描画が可
能となるが，テレビジョン標準方式では，インターレース（飛越走査）により，動特注と解像度の向
上を同時に図っている。すなわち，図１－３に示すように, 6 0 Hzで先ず実線で示す2 6 2.5本
の走査線を表示し，続いてそれらの走査線の中間に点線で示す2 6 2.5本の走査線を表示する。そ










Ｘ－ｙアドレス方式も, C IDC charge　inject ion device )方式とＭＯＳ方式に分けられる。
図１－４にこれらの概念図を示す。電荷転送の方式には, CCDのほかにBBD C bucket-





























































































































































































































































　先ず構造の複雑さに対しては, TGL ( transfer gate-less )構造とCLIP (c lock-






　一方，スミアに対しては, SPW ( shallow ｐ－ｗｅＨ）構造を提案し，信引こ対する比を
-7 3 dBにまで低減することができた。強い光の入射に対して過剰電荷が溢れるブルーミンクと
呼ばれる現象を抑圧するためには，過剰電荷を排出するオーバフロードレインを設ける必要がある


























（１）　P.K.Weimer, G. Sadasiv, J.E.Meyer, Jr., L .M .-Horva th , and
　　　　　W.S. Pike,゛'A self―scanned　Ｓ０１１ｄ一state　image sensor,”？ΓθＣ・
　　　　　ＩＥＥＥ.vol.55, pp.1591-1602, Sep. 1967.
（２）　G.P.Weckler, "Operation of　p-n　June tion phot odetec tors　in ａ
　　　　　photon flux　integrat ion modeツ’ ＩＥＥＥ Ｊ.Ｓｏｌｉｄ－ＳtａtｅＣｉｒｃｕi　tｓ，
　　　　　vol.SC-2, pp.65-73, Sep. 1967 ．
（３）　W. S. Boyle and G.E. Smith, "Charge coupled sem iconduc tor
　　　　　devices,”Ｂｅｌｌ Ｓｙｓ．Ｔｅｃｈ.J..vol. 49, pp. 587-593, Apr. 197 0 .
（４）官武，’゛イメージセンサ，”信学会関西支部専門講習会「光と情報処理Jpp. 67-76,
　　　　　Feb. 1985.
（５）　S.R.Shortes, W.W.Chan, W.C.Rhines, J.B. Barton, and D. R.
　　　　　Col 1ins,゛Devel opment　of　ａ　thinned, backside― ｉＨ uminated
　　　　　charge―coupled device　imager,”in　ＩＥＤＭ　Ｔｅｃｈ.　Ｄｉｇ･, pp.415 -
　　　　　418, 1973.
（６）　N. Harada, N. Suzuki , ０．Yoshida, K.Yano, and H. Mori ta,゛゛Frame
　　　　　transfer　CCD　imager wi th　transparent　electrodes,”}pn-　Ｊ．
　　　　　Ａｂｂｌ　.　Phｙｓ.,vol . 1 9, pp. L177-L180 . Apr. 198 0 .
（７）　C . AnagnostopoulOS , E.Garcia, G. Lubberts, F.Moser, and D. Losee,
　　　　　゛゛Thin polysi1 icon gate　electrodes　for　frontside一i 1luminated
　　　　　CCD　imagers,　ﾀ7　inPｒｏｃ. ０／ＣＩＣＣ , pp. 78-81, 1980・
（８）　Ｊ． Hynecek, ” Virtual phase CCD　technology,”in Ｈ
　　　　　Ｄｉｇ･, pp-　78-81 ， 1979 .
（９）　Y. Daimon-Hagiwara , M.Abe, and C.Okada, "A　380H X 488V　CCD
　　　　　imager wi th narrow channel　transfer gates,”　Ｉｂｎ．　J.　Appl .
　　　　　Phｙｓ･。vol. 18, suppl . 18-1, pp.　335-340, 1979.
（１０）　K. A. Hoagland, " Television appli cat ions of　inter 1ine一 transfer
　　　　　CCD　arrays,”in ？Γoc. Int. Conf. Tec加ａ／収タand Appl icatioﾀIS
　　　　　ｏ∫Ｃｈａｒｇｅ―Coupled Deiバces, pp. 152- １５６， 1976 .
-13-
(11)　Ｐ． Ｌ．p. Dillon, D. M. Levis, and Ｆ．Ｇ．Kasper , " Color　imaging
　　　　　system using ａ single　CCD area array,”　ＩＥＥｉ
　　　　　Circuits, vol . SC- 13, pp. 28-33 , Feb. 1978.
(12)　Ｄ． Ｍ．Brown, M.Ghezzo, and p. L. Sargent, " High densi ty　CID
　　　　　imａｇｅｒｓ，”　ＩＥＥＥ　Ｊ.　Ｓｏｌｉｄ－ＳtａtｅＣｉｒｃｕitｓ, vol. SC- 13 ,　ｐｐ・
　　　　　5- 10 , Feb. 1978.
（１８）　D. M. Brown, H. K. Burke, M. Ghezzo, P. McConnelee, G. M ichon,





(15)　S. Ohba, M. Nakai, H. Ando, Ｔ． Ozaki, N. Ozawa, T. Imaide,
　　　　　Ｋ．　Ikeda, T. Suzuki, I. Takemoto。and　T. Masuhara,　K　MOS




(17)井沢，安藤，大場，竹本，小池, " M O S形撮像素子の光電特性，　フタ　テレビ学技報
　　　　　TEBS76 -3, 1981 .
（１８）　Ｙ．ｌ shihara, E. Oda, H. Tanigawa, N. Teranishi , E . Takeuchi,
　　　　　I. Akiyama, K. Arai, M. Ni shimura ,and Ｔ． Kamata , "interl ine CCD
　　　　　image　sensor wi th an ant ibloom ing structure , ｝７　in　ＩＳＳＣＣ　Ｄｉｇ.


















na 1 Televi s ion System Commi t tee )方式を用いる日本のテレビジョン標準方式（走査
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動周波数は1 5.6 2 5 k H zである。一方水平シフトレジスタは，高速駆動が容易である２相駆動
方式による埋め込みチャネルＣＣＤで構成されている。転送の方向付けはボロンイオン注入によっ







































クはVl (低) ■ V, (中) . Vh (高）の３値パルスであり，φｖ2およびφｖ4クロックはVl.V,
の２値パルスである。一方，フィールド蓄積モードで駆動されるときは，φｖlおよび向3クロック
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OD RD OGφ♂)Ｈ2 VSUB
図４－Ｉ　ＳＰＷ構造とｎ゛－ｎ一一 ｐ－ｎホトダイオードを用いた撮像素子構成図
－50－
平1 5.0μｍであり，有効撮像面は２／３インチ光学系に対応した6. 3 7 mm (垂直）×8.5 5 wi
























































































































流はホトグィオード部で決定され, 1 9 0 n Aとなる。このとき，Ｉ画素の電子数は,488×
５７０画素が１／８０ｓで読み出されることから, 1.4×105個となる。
























になり, 0.4 5 n Aとなる。また，積分時間がl/3sのときの１画素の暗電流値は，電子数で
2 4 0 0個である。
　積分時間がＯの場合の暗電流値は，ホトダイオードで発生する暗電流を除いたものに相当するの
で，図４－６を用いることにより. CCDシフトレジスタで発生する暗電流値をもとめることができ













































がわかる。波長4 5 0 nmにおけるスミア値は-8 4 d Bと低く，また，人間の目の視感度が最も































































































P W ( shallow flat p―wel 1　）構造にも用いられ，更に発展することになる。
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ＩＰ構造，第４章で述べたｎ゛－ｎ一一ｐ－ｎ構造ホトダイオードに加えて, S FPW C shallow































構成されている。画素ピッチは垂直1 3.5μｍ，水平1 7.2μｍであり，有効撮像面は6. 6 wn C垂
直）×8.8m（水平）で,2/3インチ光学系に対応している。またチップ寸法は, 8.4iimt(垂直）
×10.0㎜（水平）である。垂直および水平シフトレジスタは，ともに２層ポリシリコン重ね合せ

















　本素子は, TG L構造, C L I P構造, S F P W構造，ｎ゛－ｎ一一ｐ－ｎホトダイオードを用い
ている。すなわち, TG L構造を用いているため，図5 - 3 (b)からも明らかなように，ホトダイオ
ードと垂直シフトレジスタ間にトランスファゲート電極が不要である。 ＴＧＬ構造により，ポリシ
リコンが２層で済むだけでなく，有効面積の増大が可能となっている。また, C L I P構造を用い
































































































































垂直画素ピッチ １３．５μｍ １ １．４μｍ




垂直シフトレジスタ駆動周波数 １ 5.7 3 4 kHz 1 5.6 2 5 kHz
水平シフトレジスタ駆動周波数 9.5 8 2 2 MHz 9.5 1 5 6 MHz
飽･和信号電流 1 8 0 n A 1 5 0 n A


























































































ミアの波長依存性を示したものである。開口率が３４％と高いにも拘らず，波長4 5 0 nmに対す


















































えば5 5 0 n mにおける感度は約１０％変化するのに対し,本素子では,ＶＨを変えても感度はほと
んど変化しないので，信号電荷量に依らずほぽ同一の分光感度が得られることがわかる。
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　　(1) TGL ( transfer gate―1 ess )構造
　　（2）ＣＬＩＰ（ｃｌｏｃｋ－Ｈｎｅ－iｓｏｌａtｅｄphotodiode )構造
　　(3) SPW ( shallow p―we 11 ）構造















　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）MO SL S Iには，スケーリング則と呼ばれる比例縮小則がある。これによると, MOSトラン
ジスタのチャネル長を１／ｋにするとき，ゲート膜厚や接合深さなど垂直方向の寸法とチャネル幅
など水平方向の寸法および・源電圧を１／ｋにし，基板濃度をｋ倍にすれば，性能指数である電力
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